Journees scientifiques du LTM 2008 :

Développement d’oxydes pour
des mémoires resistives
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Contexte de la these :

These BDI cofinancée CNRS / CEA :
- encadrant CNRS : Patrice Gonon (LTM)

- encadrant CEA : Vincent Jousseaume (L2MA)
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Plan :

Limites des mémoires actuelles

Mémoires résistives, etat de I'art

Premiers résultats

Perspectives
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Memoires Flash / transistor a grille flottante

grille de contrdle Stockage de I'information :
oxyde de contréle
grille flottante

oxyde tunnel dans la grille flottante

capture de charges

source drain

limitations
— lithographie < 45 nm Développement de
—
-+ couplages entre cellules nouveaux types de
memaoilres

—» défectivité
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Alternative possible : mémoires résistives

meétal
Isolant

metal

architecture “cross-bar” cellule élémentaire

structure simple intégrée au
dessus de la partie logique

empilement de plans

) (eNsité memoire /

Stockage de I'information : changement de la résistance d’'un point mémoire
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Principe mémoires resistives :

Commutation réesistive = passage d’'un état tres
resistif (OFF) a un état moins résistif (ON)
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OXRRAM : memoires a oxydes meétalliques

/

electrode inerte : Pt, W, TIN, Au, Ir

diélectrigue : oxyde binaire métallique

NiO, TiO,, CuO, HfO,

ellule elementaire électrode inerte : Pt, W, TiN, Au, Ir
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Etat de I'art : Samsung
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Etat de I'art : Fujitsu
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Fig. 3 Typmcal de switching charactenistics of the [T-1R eirouit. Tpgye at the
Forming and set processes can be contralled by clamging the Vg of the ransistor.
In the case of conventional |R measurement. Loowg is imposed by an external
semiconductor parameter analyzer.
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Etat de I'art : Spansion
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CBRAM : Mémoires a pont conducteur

électrode soluble : Ag, Cu

électrolyte solide :
/ Ge + chalcogénures (S, Se, Te) Kozicki etal. 2005
matériaux "exotiques"”
recemment SiO , Schindler et al. 2008

depot par pulvérisation

ellule elementalre . .
electrode inerte : W, Pt, Au, Ir...

rincipe : dissolution d’'une électrode soluble au sein d’un isolant (€lectrolyte solide)

Cu solide
ions CuZ2+
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Empilements réalisés au cours du stage:
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Caractérisation électrique

electrometre

source de tension
mesure de courant
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Caractérisation eélectrique : réponse courant-tension

«—— ON
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ecriture
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Résistances ON et OFF:

Rore/Ron ~ 10°
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Cyclage :

7HQVLRQ GH FRPPXWDWLRQ SOXYV
— )YRUPDWLRQ GX ILODPHQW
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Cyclage :

Premier Cycles
cycle suivants
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Influence des parametres : courant de compliance
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Yoann BERNARD | 18



Travaux de la these :

Screening des matériaux possibles :
NiO, TiO2, HfO2 (OxRRAM) développement
Si02, SIOCH (CBRAM) disponibles

- Echantillons « rapides »

- Lots électriques
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Travaux de la these :

Test de l'influence des électrodes

Caractérisations pour la compréhension du mécanisme
- AFM conducteur

- TEM

- XPS, SIMS
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Merci pour votre
attention
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